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【はじめに】有機トランジスタ（有機 TFT）を実用化する上で、有機半導体材料に求められる特

性として、電界効果移動度、大気安定性が高いこと、また塗布成膜が可能であることが重要なフ

ァクターとして挙げられる。しかし、n 型有機半導体材料は p 型有機半導体材料に比べて一般的

に電界効果移動度、大気安定性が低く、相補型回路実用化の課題の１つとなっている。前回、我々

は移動度 1cm
2
/Vs を超え、大気安定な新規 n 型塗布系有機半導体材料(TU-1)を報告した[1]。今回、

TU-1よりも溶解性、電界効果移動度を向上させた新規 n型有機半導体材料TU-2,TU-3を開発した。 

塗布成膜での電界効果移動度は最大 3 cm
2
/Vs を超え、大気中での半導体の塗布も可能な有機 TFT

の作成に成功したので報告する。 

【実験】表面に 200nm の熱酸化膜が形成されたシリコン基板上に、メラミン樹脂と

poly(4-vinylphenol) (PVP)を混合した架橋性 PVP（cPVP）を膜厚 20nm となるようスピンコート

成膜した。次に、TU-2 または TU-3 を窒素雰囲気中または大気中でスピンコート成膜した後にホ

ットプレートでアニール処理をした後、Au を真空蒸着で 50 nm 成膜し、ボトムゲート・トップコ

ンタクト素子を作製した。 

【結果】窒素雰囲気中で cPVP 上に半導体をスピンコートし 180℃アニール処理した素子のトラン

ジスタ特性を評価したところ、1.0 cm
2
/Vs(TU-2),3.4 cm

2
/Vs(TU-3)の移動度を示した。また、大気

中で半導体をスピンコートした素子でも 0.69cm
2
/Vs(TU-2),1.5 cm

2
/Vs(TU-3)と大気中での半導体

塗布も可能であることが分かった。当日は、各種溶媒に対する溶解性、薄膜の結晶性の結果など

の詳細について報告する。 
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Fig.1素子構造 Fig.2素子写真 Fig.3 TU-3(180℃アニール)伝達特性 
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